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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つの基板型の電子素子に１つの電子素子が接合された合計で２つの電子素子からなる
複合電子部品であって、
　前記１つの基板型の電子素子である第１電子素子と、
　高さ方向において前記第１電子素子に実装された、前記１つの電子素子である第２電子
素子と、
　前記第１電子素子および前記第２電子素子を接合する接合材とを備え、
　前記第１電子素子は、前記高さ方向に交差する上面を有する絶縁性の基部と、前記基部
の前記上面に設けられた抵抗体と、前記基部の前記上面に設けられた上面導体とを有し、
　前記第２電子素子は、前記高さ方向において前記基部の前記上面に対向する下面を有す
るとともに積層された複数の誘電体層および複数の導電体層を含む素子本体と、前記素子
本体の前記下面の少なくとも一部に設けられた端子導体とを有し、
　前記接合材は、前記上面導体の少なくとも一部と前記端子導体の少なくとも一部とを接
合し、
　前記上面導体が、重量比で最大の金属成分としてＡｇまたはＣｕを含有する導電層を含
み、
　前記導電層の側面の少なくとも一部が、保護金属膜によって覆われ、
　前記保護金属膜に含有された重量比で最大の金属成分が、ＡｇおよびＣｕ以外の金属で
あり、
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　前記上面導体の大きさが、前記高さ方向に直交する任意の方向のいずれにおいても前記
端子導体の大きさよりも小さく、
　前記保護金属膜が、前記上面導体に含まれる、前記導電層の上面および前記側面を覆う
被覆導電層であり、
　前記導電層の前記側面を覆う部分の前記保護金属膜が、前記接合材の一部によってさら
に覆われている、複合電子部品。
【請求項２】
　前記保護金属膜が、めっき層である、請求項１に記載の複合電子部品。
【請求項３】
　１つの基板型の電子素子に１つの電子素子が接合された合計で２つの電子素子からなる
複合電子部品であって、
　前記１つの基板型の電子素子である第１電子素子と、
　高さ方向において前記第１電子素子に実装された、前記１つの電子素子である第２電子
素子と、
　前記第１電子素子および前記第２電子素子を接合する接合材とを備え、
　前記第１電子素子は、前記高さ方向に交差する上面を有する絶縁性の基部と、前記基部
の前記上面に設けられた抵抗体と、前記基部の前記上面に設けられた上面導体とを有し、
　前記第２電子素子は、前記高さ方向において前記基部の前記上面に対向する下面を有す
るとともに積層された複数の誘電体層および複数の導電体層を含む素子本体と、前記素子
本体の前記下面の少なくとも一部に設けられた端子導体とを有し、
　前記接合材は、前記上面導体の少なくとも一部と前記端子導体の少なくとも一部とを接
合し、
　前記上面導体が、重量比で最大の金属成分としてＡｇまたはＣｕを含有する導電層を含
み、
　前記導電層の側面の少なくとも一部が、前記接合材の一部からなる保護金属膜によって
覆われ、
　前記保護金属膜に含有された重量比で最大の金属成分が、ＡｇおよびＣｕ以外の金属で
あり、
　前記上面導体の大きさが、前記高さ方向に直交する任意の方向のいずれにおいても前記
端子導体の大きさよりも小さい、複合電子部品。
【請求項４】
　前記保護金属膜に含有された重量比で最大の金属成分が、Ｓｎ、Ｎｉ、ＡｕおよびＰｂ
のうちのいずれかである、請求項１から３のいずれかに記載の複合電子部品。
【請求項５】
　前記上面導体の厚みが、５［μｍ］以上である、請求項１から４のいずれかに記載の複
合電子部品。
【請求項６】
　前記上面導体が、前記高さ方向に直交する長さ方向に互いに離隔する第１上面導体およ
び第２上面導体と、前記第１上面導体と前記第２上面導体との間に位置する第３上面導体
とを含み、
　前記端子導体が、前記長さ方向に互いに離隔する第１端子導体および第２端子導体を含
み、
　前記第１端子導体が、前記接合材によって前記第１上面導体に接合され、
　前記第２端子導体が、前記接合材によって前記第２上面導体に接合されている、請求項
１から５のいずれかに記載の複合電子部品。
【請求項７】
　前記第１上面導体が、前記高さ方向および前記長さ方向に直交する幅方向において前記
第１端子導体の両端の間に位置し、
　前記第２上面導体が、前記幅方向において前記第２端子導体の両端の間に位置し、
　前記第１上面導体の前記側面のうち、前記幅方向に直交する側面が、前記保護金属膜で
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覆われ、
　前記第２上面導体の前記側面のうち、前記幅方向に直交する側面が、前記保護金属膜で
覆われている、請求項６に記載の複合電子部品。
【請求項８】
　前記基部の前記幅方向における寸法が、前記第２電子素子の前記幅方向における寸法よ
りも大きい、請求項７に記載の複合電子部品。
【請求項９】
　前記第１上面導体が、前記長さ方向において前記第１端子導体の外端と前記第２端子導
体の外端との間に位置し、
　前記第２上面導体が、前記長さ方向において前記第１端子導体の外端と前記第２端子導
体の外端との間に位置し、
　前記第１上面導体の前記側面のうち、前記長さ方向に直交する側面が、前記保護金属膜
で覆われ、
　前記第２上面導体の前記側面のうち、前記長さ方向に直交する側面が、前記保護金属膜
で覆われている、請求項６から８のいずれかに記載の複合電子部品。
【請求項１０】
　前記基部の前記長さ方向における寸法が、前記第２電子素子の前記長さ方向における寸
法よりも大きい、請求項９に記載の複合電子部品。
【請求項１１】
　前記抵抗体が、前記第３上面導体に接続されている、請求項６から１０のいずれかに記
載の複合電子部品。
【請求項１２】
　前記上面導体が、前記第１上面導体と前記第２上面導体との間に位置する第４上面導体
を含み、
　前記抵抗体が、前記第４上面導体に接続されている、請求項１１に記載の複合電子部品
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の電子素子を備えた複合電子部品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数の電子素子を備えた複合電子部品に関して、配線基板に対する電子部品の高
集積化の観点から、いくつかの発明が提案されている。
【０００３】
　たとえば、特開２００１－３３８８３８号公報（特許文献１）には、コンデンサと抵抗
体とからなる複合電子部品が開示されている。この複合電子部品では、チップ型コンデン
サのコンデンサ本体の表面に抵抗体が設けられており、その抵抗体と、コンデンサ本体の
表面に設けられた一対の外部電極とが接続されている。
【０００４】
　また、特開平６－２８３３０１号公報（特許文献２）には、チップ型抵抗、チップ型サ
ーミスタ、チップ型コンデンサおよびチップ型バリスタ等の群から選ばれた２種以上の同
形かつ同寸法の直方体形状のチップ型素子が、これらの厚み方向に沿って互いに重ね合わ
せられ、さらにこれらに設けられた端子電極が一括してリードフレームで覆われることで
、一体化された複合電子部品が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－３３８８３８号公報
【特許文献２】特開平６－２８３３０１号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明者らは、特願２０１５－０４９４５７において、上述した特許文献１および２に
開示されたものよりも、回路設計の自由度をより高めることができる複合電子部品を提案
した。この複合電子部品は、絶縁性の基部に受動素子の機能が付加されてなる１つの基板
型の電子素子に、他の１つの電子素子が接合された新規な構成の複合電子部品である。
【０００７】
　当該新規な構成の複合電子部品にあっては、基板型の電子素子の絶縁性の基部の上面が
、他の１つの電子素子に対向する面となる。この上面に、接合材を介して他の１つの電子
素子が接続される上面導体が設けられる。また、この新規な構成の複合電子部品のある態
様では、基板型の電子素子の絶縁性の基部の上面に、前述した上面導体に加えてさらに、
この基板型の電子素子に含まれる電気的な機能部に接続される他の上面導体も設けられて
いる。
【０００８】
　これら上面導体は、十分な導電性を得るためにＡｇまたはＣｕからなる導電層を含むよ
うに構成されることが一般的である。しかしながら、ＡｇおよびＣｕは、電界が作用する
ことによってその一部がイオン化して別の場所に移動し、その移動後に再び還元されて析
出する、いわゆる“イオンマイグレーション”の問題を引き起こし易い導電材料である。
【０００９】
　そのため、上記の新規な構成の複合電子部品のような上面導体が採用されている一方で
、イオンマイグレーションの問題に何らの対策も施されていない場合には、上面導体間の
絶縁抵抗が低下するおそれがある。
【００１０】
　したがって、本発明は、上述した問題を解決すべくなされたものであり、接合される複
数の電子部品のうちの基板型の電子部品における上面導体同士の絶縁抵抗の低下を抑制す
ることができる複合電子部品を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の局面に基づく複合電子部品は、１つの基板型の電子素子に１つの電子素
子が接合された合計で２つの電子素子からなるものであって、上記１つの基板型の電子素
子である第１電子素子と、高さ方向において上記第１電子素子に実装された、上記１つの
電子素子である第２電子素子と、上記第１電子素子および上記第２電子素子を接合する接
合材とを備えている。上記第１電子素子は、上記高さ方向に交差する上面を有する絶縁性
の基部と、上記基部の上記上面に設けられた抵抗体と、上記基部の上記上面に設けられた
上面導体とを有している。上記第２電子素子は、上記高さ方向において上記基部の上記上
面に対向する下面を有するとともに積層された複数の誘電体層および複数の導電体層を含
む素子本体と、上記素子本体の上記下面の少なくとも一部に設けられた端子導体とを有し
ている。上記接合材は、上記上面導体の少なくとも一部と上記端子導体の少なくとも一部
とを接合している。上記上面導体は、重量比で最大の金属成分としてＡｇまたはＣｕを含
有する導電層を含んでおり、上記導電層の側面の少なくとも一部は、保護金属膜によって
覆われている。上記保護金属膜に含有された重量比で最大の金属成分は、ＡｇおよびＣｕ
以外の金属である。上記上面導体の大きさは、上記高さ方向に直交する任意の方向のいず
れにおいても上記端子導体の大きさよりも小さい。上記保護金属膜は、上記上面導体に含
まれる、上記導電層の上面および上記側面を覆う被覆導電層であり、上記導電層の上記側
面を覆う部分の上記保護金属膜は、上記接合材の一部によってさらに覆われている。
【００１２】
　上記本発明の第１の局面に基づく複合電子部品にあっては、上記保護金属膜が、めっき
層であってもよい。
【００１３】
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　本発明の第２の局面に基づく複合電子部品は、１つの基板型の電子素子に１つの電子素
子が接合された合計で２つの電子素子からなるものであって、上記１つの基板型の電子素
子である第１電子素子と、高さ方向において上記第１電子素子に実装された、上記１つの
電子素子である第２電子素子と、上記第１電子素子および上記第２電子素子を接合する接
合材とを備えている。上記第１電子素子は、上記高さ方向に交差する上面を有する絶縁性
の基部と、上記基部の上記上面に設けられた抵抗体と、上記基部の上記上面に設けられた
上面導体とを有している。上記第２電子素子は、上記高さ方向において上記基部の上記上
面に対向する下面を有するとともに積層された複数の誘電体層および複数の導電体層を含
む素子本体と、上記素子本体の上記下面の少なくとも一部に設けられた端子導体とを有し
ている。上記接合材は、上記上面導体の少なくとも一部と上記端子導体の少なくとも一部
とを接合している。上記上面導体は、重量比で最大の金属成分としてＡｇまたはＣｕを含
有する導電層を含んでおり、上記導電層の側面の少なくとも一部は、上記接合材の一部か
らなる保護金属膜によって覆われている。上記保護金属膜に含有された重量比で最大の金
属成分は、ＡｇおよびＣｕ以外の金属である。上記上面導体の大きさは、上記高さ方向に
直交する任意の方向のいずれにおいても上記端子導体の大きさよりも小さい。
【００１４】
　上記本発明の第１および第２の局面に基づく複合電子部品にあっては、上記保護金属膜
に含有された重量比で最大の金属成分が、Ｓｎ、Ｎｉ、ＡｕおよびＰｂのうちのいずれか
であることが好ましい。
【００１５】
　上記本発明の第１および第２の局面に基づく複合電子部品にあっては、上記上面導体の
厚みが、５［μｍ］以上であることが好ましい。
【００１６】
　上記本発明の第１および第２の局面に基づく複合電子部品にあっては、上記上面導体が
、上記高さ方向に直交する長さ方向に互いに離隔する第１上面導体および第２上面導体と
、上記第１上面導体と上記第２上面導体との間に位置する第３上面導体とを含んでいると
ともに、上記端子導体が、上記長さ方向に互いに離隔する第１端子導体および第２端子導
体を含んでいてもよい。その場合に、上記第１端子導体が、上記接合材によって上記第１
上面導体に接合されているとともに、上記第２端子導体が、上記接合材によって上記第２
上面導体に接合されていてもよい。
【００１７】
　上記本発明の第１および第２の局面に基づく複合電子部品にあっては、上記第１上面導
体が、上記高さ方向および上記長さ方向に直交する幅方向において上記第１端子導体の両
端の間に位置しているとともに、上記第２上面導体が、上記幅方向において上記第２端子
導体の両端の間に位置していてもよい。その場合には、上記第１上面導体の上記側面のう
ち、上記幅方向に直交する側面が、上記保護金属膜で覆われているとともに、上記第２上
面導体の上記側面のうち、上記幅方向に直交する側面が、上記保護金属膜で覆われている
ことが好ましい。
【００１８】
　上記本発明の第１および第２の局面に基づく複合電子部品にあっては、上記基部の上記
幅方向における寸法が、上記第２電子素子の上記幅方向における寸法よりも大きくてもよ
い。
【００１９】
　上記本発明の第１および第２の局面に基づく複合電子部品にあっては、上記第１上面導
体が、上記長さ方向において上記第１端子導体の外端と上記第２端子導体の外端との間に
位置しているとともに、上記第２上面導体が、上記長さ方向において上記第１端子導体の
外端と上記第２端子導体の外端との間に位置していてもよい。その場合には、上記第１上
面導体の上記側面のうち、上記長さ方向に直交する側面が、上記保護金属膜で覆われてい
るとともに、上記第２上面導体の上記側面のうち、上記長さ方向に直交する側面が、上記
保護金属膜で覆われていることが好ましい。
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【００２０】
　上記本発明の第１および第２の局面に基づく複合電子部品にあっては、上記基部の上記
長さ方向における寸法が、上記第２電子素子の上記長さ方向における寸法よりも大きくて
もよい。
【００２１】
　上記本発明の第１および第２の局面に基づく複合電子部品にあっては、上記抵抗体が、
上記第３上面導体に接続されていてもよい。
【００２２】
　上記本発明の第１および第２の局面に基づく複合電子部品にあっては、上記上面導体が
、上記第１上面導体と上記第２上面導体との間に位置する第４上面導体を含んでいてもよ
く、またその場合に、上記抵抗体が、上記第４上面導体に接続されていてもよい。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、接合される複数の電子部品のうちの基板型の電子部品における上面導
体同士の絶縁抵抗の低下を抑制することができる複合電子部品を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施の形態１に係る複合電子部品の概略的な斜視図である。
【図２】図１に示される複合電子部品の模式的な断面図である。
【図３】図１に示される抵抗素子の模式的な上面図および下面図である。
【図４】図１に示される複合電子部品が分解された模式的な斜視図である。
【図５】図１に示される複合電子部品の模式的な断面図および要部を拡大した模式的な断
面図である。
【図６】図１に示される複合電子部品の製造工程を説明するためのフローチャートである
。
【図７】図６に示される孔あけ工程を説明するための模式的な平面図である。
【図８】図６に示される導電性ペーストの印刷工程を説明するための模式的な平面図であ
る。
【図９】図６に示される抵抗体ペーストの印刷工程を説明するための模式的な平面図であ
る。
【図１０】図６に示される保護膜の塗布工程を説明するための模式的な平面図である。
【図１１】図６に示されるマザー基板の切断工程を説明するための模式的な平面図である
。
【図１２】図６に示される接合材の印刷工程およびコンデンサ素子の載置工程を説明する
ための模式的な平面図である。
【図１３】図６に示される接合材の印刷工程およびコンデンサ素子の載置工程を説明する
ための模式的な側面図である。
【図１４】本発明の実施の形態２に係る複合電子部品の要部を拡大した模式的な断面図で
ある。
【図１５】図１４に示される抵抗素子の製作フローにおける所定の工程を説明するための
模式的な断面図である。
【図１６】本発明の実施の形態３に係る複合電子部品の要部を拡大した模式的な断面図で
ある。
【図１７】図１６に示される抵抗素子の製作フローにおける所定の工程を説明するための
模式的な断面図である。
【図１８】本発明の実施の形態４に係る複合電子部品の要部を拡大した模式的な断面図で
ある。
【図１９】本発明の実施の形態５に係る複合電子部品の要部を拡大した模式的な断面図で
ある。
【図２０】本発明の実施の形態６に係る複合電子部品の要部を拡大した模試的な断面図で
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ある。
【図２１】本発明の実施の形態７に係る複合電子部品の模式的な断面図である。
【図２２】図２１に示されるインダクタ素子の模式的な上面図、断面図および下面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態について、図を参照して詳細に説明する。なお、以下に示す
実施の形態の記載においては、同一のまたは共通する部分については、本明細書中および
図中にて同一の符号を付し、原則としてその説明は繰り返されていない。
【００２８】
　なお、ここに、本明細書の一部を構成するものとして、本発明者らによる特願２０１５
－０４９４５７の内容を援用する。
【００２９】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る複合電子部品１Ａの概略的な斜視図である。図２
（Ａ）および図２（Ｂ）は、図１中に示されるＩＩＡ－ＩＩＡ線およびＩＩＢ－ＩＩＢ線
に沿って本実施の形態に係る複合電子部品１Ａが切断された場合の模式的な断面図である
。図３（Ａ）および図３（Ｂ）は、図１に示される抵抗素子２０Ａの模式的な上面図およ
び下面図である。図４は、図１に示される本実施の形態に係る複合電子部品１Ａが分解さ
れた模式的な斜視図である。また、図５（Ａ）は、図２中に示されるＶＡ－ＶＡ線に沿っ
て本実施の形態に係る複合電子部品１Ａが切断された場合の模式的な断面図である。図５
（Ｂ）は、図５（Ａ）中に示される領域ＶＢを拡大した模式的な断面図である。まず、こ
れら図１から図５を参照して、本実施の形態に係る複合電子部品１Ａの構成について説明
する。
【００３０】
　図１、図２、図４および図５に示されるように、本実施の形態に係る複合電子部品１Ａ
は、２つの電子素子を備えている。すなわち、複合電子部品１Ａは、第１電子素子として
の抵抗素子２０Ａと、第２電子素子としてのコンデンサ素子１０とを備えている。
【００３１】
　コンデンサ素子１０は、略直方体形状を有し、後述する長さ方向Ｌに沿った４辺の寸法
が、後述する幅方向Ｗに沿った４辺の寸法よりも大きい。ここで言う略直方体形状には、
コンデンサ素子１０の角部および稜部に丸み等が設けられたものや、コンデンサ素子１０
の表面に段差や凹凸等が設けられたもの等が含まれる。
【００３２】
　抵抗素子２０Ａは、所定の厚みを有する略平板形状を有し、後述する長さ方向Ｌに沿っ
た４辺の寸法が、後述する幅方向Ｗに沿った４辺の寸法よりも大きい。ここで言う略平板
形状には、抵抗素子２０Ａの角部および稜部に丸み等が設けられたものや、抵抗素子２０
Ａの表面に段差や凹凸等が設けられたもの等が含まれる。
【００３３】
　図１、図２および図５に示されるように、コンデンサ素子１０は、抵抗素子２０Ａ上に
配置されている。すなわち、コンデンサ素子１０の下面１１ａと、抵抗素子２０の上面２
１ａとが対向するように、各電子素子が配置されている。そしてコンデンサ素子１０が、
第１および第２接合材３１、３２を介して抵抗素子２０Ａに接合されている。
【００３４】
　ここで、複合電子部品１Ａの構成を具体的に説明するために、コンデンサ素子１０と抵
抗素子２０Ａとが並ぶ方向を高さ方向Ｈと呼ぶ。そして、この高さ方向Ｈに直交する方向
のうち、後述するコンデンサ素子１０の第１および第２外部電極１４Ａ、１４Ｂが並ぶ方
向を長さ方向Ｌと呼ぶ。また、この高さ方向Ｈおよび長さ方向Ｌのいずれにも直交する方
向を幅方向Ｗと呼ぶ。
【００３５】



(8) JP 6984688 B2 2021.12.22

10

20

30

40

50

　図１、図２、図４および図５に示されるように、コンデンサ素子１０は、たとえば積層
セラミックコンデンサであり、素子本体としてのコンデンサ本体１１と、端子導体として
の第１および第２外部電極１４Ａ、１４Ｂとを有している。なお、本明細書中では、これ
ら第１および第２外部電極１４Ａ、１４Ｂを、第１および第２端子導体と呼ぶ場合もある
。コンデンサ本体１１は、略直方体形状を有しており、その表面の所定の領域に設けられ
た第１および第２外部電極１４Ａ、１４Ｂは、長さ方向Ｌにおいて、たとえば３００［μ
ｍ］の距離で互いに離隔している。
【００３６】
　図２および図５に示されるように、コンデンサ本体１１は、複数の誘電体層１２および
複数の内部電極層１３からなり、各誘電体層１２と各内部電極層１３とが交互に積層され
て構成されている。本実施の形態に係る複合電子部品１Ａでは、複数の誘電体層１２およ
び複数の内部電極層１３の積層方向が、高さ方向Ｈと一致している。ただし、これは一例
にすぎず、複数の誘電体層１２および複数の内部電極層１３の積層方向は、幅方向Ｗに一
致していてもよい。
【００３７】
　誘電体層１２は、たとえばチタン酸バリウム（ＢａＴｉＯ３）、チタン酸カルシウム（
ＣａＴｉＯ３）、チタン酸ストロンチウム（ＳｒＴｉＯ３）、またはジルコン酸カルシウ
ム（ＣａＺｒＯ３）等を主成分とするセラミック材料を含む材料からなる。また、誘電体
層１２は、主成分よりも含有量の少ない副成分として、Ｍｎ、Ｍｇ、Ｓｉ、Ｃｏ、Ｎｉ、
または希土類等を含んでいてもよい。一方、内部電極層１３は、たとえばＮｉ、Ｃｕ、Ａ
ｇ、Ｐｄ、Ａｇ－Ｐｄ合金、またはＡｕ等の金属材料を含む材料からなる。
【００３８】
　図５（Ｂ）に示されるように、第１および第２外部電極１４Ａ、１４Ｂは、いずれも下
地導電層１４ａ、被覆導電層１４ｂおよび被覆導電層１４ｂとは異なる被覆導電層１４ｃ
を含む複数の導電層にて構成されている。図５（Ｂ）においては、第１外部電極１４Ａの
みが示されている。下地導電層１４ａは、たとえばＣｕ、Ｎｉ、Ａｇ、Ｐｄ、Ａｇ－Ｐｄ
合金、またはＡｕ等のペーストを焼き付けることで形成される焼結金属層から構成される
。たとえば、被覆導電層１４ｂは、めっき層としてのＮｉ層であり、被覆導電層１４ｃは
、被覆導電層１４ｂを覆うめっき層としてのＳｎ層である。被覆導電層１４ｂ、１４ｃは
、これに代えてめっき層としてのＣｕ層やＡｕ層であってもよい。
【００３９】
　本実施の形態においては、下地導電層１４ａが焼結金属層としてのＣｕ層にて構成され
ており、被覆導電層１４ｂがめっき層としてのＮｉ層にて構成されており、被覆導電層１
４ｃがめっき層としてのＳｎ層にて構成されている。めっき層としてのＮｉ層である被覆
導電層１４ｂは、めっき層としてのＳｎ層である被覆導電層１４ｃに覆われている。
【００４０】
　なお、第１および第２外部電極１４Ａ、１４Ｂは、下地導電層１４ａを省略してめっき
層のみによって構成されていてもよい。また、下地導電層１４ａは、金属成分と樹脂成分
とを含む導電性樹脂ペーストを硬化させた導電性の樹脂層で構成されていてもよい。
【００４１】
　図１、図２および図５に示されるように、コンデンサ本体１１は、長さ方向Ｌにおいて
相対する一対の端面と、幅方向Ｗにおいて相対する一対の側面と、高さ方向Ｈにおいて相
対する一対の主面とを有している。このうち、高さ方向Ｈにおいて相対する一対の主面の
うちの一方である下面１１ａが、抵抗素子２０Ａに対向している。
【００４２】
　また、第１外部電極１４Ａは、コンデンサ本体１１の一方の端面と、上記一対の側面お
よび上記一対の主面のそれぞれの一部とに連なって設けられており、第２外部電極１４Ｂ
は、コンデンサ本体１１の他方の端面と、上記一対の側面および上記一対の主面のそれぞ
れの一部とに連なって設けられている。これにより、コンデンサ本体１１の下面１１ａの
所定の領域は、長さ方向Ｌにおいて互いに離隔する第１および第２外部電極１４Ａ、１４
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Ｂによって覆われており、これら第１および第２外部電極１４Ａ、１４Ｂの間においてコ
ンデンサ本体１１の下面１１ａの一部が露出している。
【００４３】
　図２に示されるように、高さ方向Ｈに沿って１つの誘電体層１２を挟んで隣り合う一対
の内部電極層１３のうちの一方は、コンデンサ本体１１の一対の端面のうちの一方に引き
出されて第１および第２外部電極１４Ａ、１４Ｂのうちの一方に電気的に接続されている
。そして、他方の内部電極層１３は、コンデンサ本体１１の一対の端面のうちの他方に引
き出されて第１および第２外部電極１４Ａ、１４Ｂのうちの他方に電気的に接続されてい
る。これにより、第１および第２外部電極１４Ａ、１４Ｂ間は、複数のコンデンサが電気
的に並列に接続された状態とされている。
【００４４】
　上述したコンデンサ素子１０は、たとえば、以下の手順で製造される。まず、誘電体層
１２となるセラミックグリーンシートの表面に内部電極層１３となる導電性ペーストが印
刷されてなる素材シートを交互に積層して圧着することにより、積層チップが得られる。
ここで、複数の積層チップが一体化された積層ブロックを予め準備し、この積層ブロック
を切り離して、積層チップを得てもよい。次に、積層チップを焼成することで、コンデン
サ本体１１が得られる。そしてその後、コンデンサ本体１１の表面に第１および第２外部
電極１４Ａ、１４Ｂが形成されて、上述したコンデンサ素子１０が製造される。
【００４５】
　なお、コンデンサ素子１０の大きさは、特に制限されるものではないが、一例としては
、その長さ方向Ｌの寸法が０．６２［ｍｍ］であり、その幅方向Ｗの寸法が０．３２［ｍ
ｍ］であり、その高さ方向Ｈの寸法が０．３２［ｍｍ］である。
【００４６】
　図１から図５に示されるように、抵抗素子２０Ａは、絶縁性の基部２１と、抵抗体２２
と、保護膜２３と、第１から第４上面導体２４Ａ～２４Ｄと、第１から第４下面導体２５
Ａ～２５Ｄと、第１から第４接続導体２６Ａ～２６Ｄとを有している。第１から第４接続
導体２６Ａ～２６Ｄがビア導体として基部２１の内部に設けられている場合、これらを第
１から第４ビア導体２６Ａ～２６Ｄと呼んでもよい。
【００４７】
　基部２１は、所定の厚みを有する略平板形状を有しており、たとえばエポキシ樹脂等の
樹脂材料やアルミナ等のセラミック材料、あるいはこれらに無機材料または有機材料から
なるフィラーや織布等が添加されたもの等にて構成される。より好ましくは、アルミナ基
板や、低温同時焼成セラミック（ＬＴＣＣ）基板を含むセラミック基板が、基部２１とし
て利用される。なお、本実施の形態においては、基部２１としてＬＴＣＣ基板が用いられ
ている。
【００４８】
　基部２１は、長さ方向Ｌにおいて相対する一対の側面である第１および第２側面と、幅
方向Ｗにおいて相対する一対の側面である第３および第４側面と、高さ方向Ｈにおいて相
対する一対の主面とを有している。図２、図４および図５に示されるように、一対の主面
のうちの一方である上面２１ａが、コンデンサ素子１０に対向しており、一対の主面のう
ちの他方である下面２１ｂが、複合電子部品１Ａが実装される配線基板（不図示）と対向
する面となる。配線基板上において隣に実装される別の電子部品と第２電子素子とが接触
することを防止するためには、基部２１の長さ方向Ｌの寸法を第２電子素子の長さ方向Ｌ
の寸法よりも大きくすることが好ましく、また、基部２１の幅方向Ｗの寸法を第２電子素
子の幅方向Ｌの寸法よりも大きくすることも好ましい。
【００４９】
　図２および図３に示されるように、抵抗体２２は、基部２１の上面２１ａの所定位置に
設けられており、高さ方向Ｈに沿って平面視された場合に、たとえば矩形または円形の膜
形状を有している。抵抗体２２としては、たとえば金属皮膜、酸化金属皮膜、または酸化
金属皮膜とガラスとの混合物であるメタルグレーズ被膜等が利用できる。
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【００５０】
　保護膜２３は、基部２１の上面２１ａ上において抵抗体２２の少なくとも一部を覆って
おり、たとえばガラス材料や樹脂材料等からなる絶縁性の膜で構成されている。ここで、
保護膜２３は、抵抗体２２が露出されることがないように、抵抗体２２を完全に覆ってい
ることが好ましい。
【００５１】
　第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂは、基部２１の上面２１ａに設けられており、
矩形状の導電層にて構成されている。第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂの長さ方向
Ｌの寸法は、たとえば０．１２５［ｍｍ］である。第１および第２上面導体２４Ａ、２４
Ｂは、長さ方向Ｌにおいて、たとえば０．３６［ｍｍ］の距離で互いに離隔しており、基
部２１の上面２１ａの長さ方向Ｌにおける両端部近傍に配置されている。第１上面導体２
４Ａは、第１側面、第３側面および第４側面から所定の間隔、たとえば０．０２５［ｍｍ
］の距離で離れている。また、第２上面導体２４Ｂは、第２側面、第３側面および第４側
面から所定の間隔、たとえば０．０２５［ｍｍ］の距離で離れている。基部２１の第１お
よび第２上面導体２４Ａ、２４Ｂは、含有する金属成分のうち重量比で最大の金属成分が
ＡｇであるＡｇ層、または含有する金属成分のうち重量比で最大の金属成分がＣｕである
Ｃｕ層を含んでいる。
【００５２】
　第３および第４上面導体２４Ｃ、２４Ｄは、基部２１の上面２１ａに設けられており、
矩形状の導電層にて構成されている。第３および第４上面導体２４Ｃ、２４Ｄは、長さ方
向Ｌにおいて、第１上面導体２４Ａが設けられた領域と第２上面導体２４Ｂが設けられた
領域との間に位置している。また、第３および第４上面導体２４Ｃ、２４Ｄは、幅方向Ｗ
において互いに離隔しており、基部２１の上面２１ａの幅方向Ｗにおける両端部近傍に配
置されている。ここで、第３および第４上面導体２４Ｃ、２４Ｄは、長さ方向Ｌにおいて
互いに離隔して配置されていてもよい。
【００５３】
　第３および第４上面導体２４Ｃ、２４Ｄは、含有する金属成分のうち重量比で最大の金
属成分がＡｇであるＡｇ層、または含有する金属成分のうち重量比で最大の金属成分がＣ
ｕであるＣｕ層を含んでいる。
【００５４】
　第１および第２下面導体２５Ａ、２５Ｂは、基部２１の下面２１ｂに設けられており、
矩形状の導電層にて構成されている。第１および第２下面導体２５Ａ、２５Ｂは、長さ方
向Ｌにおいて互いに離隔しており、基部２１の下面２１ｂの長さ方向Ｌにおける両端部近
傍に配置されている。第１下面導体２５Ａは、基部２１を挟んで第１上面導体２４Ａと相
対し、第１側面、第３側面および第４側面から所定の間隔で離れている。また、第２下面
導体２５Ｂは、基部２１を挟んで第２上面導体２４Ｂと相対し、第２側面、第３側面およ
び第４側面から所定の間隔で離れている。
【００５５】
　第３および第４下面導体２５Ｃ、２５Ｄは、基部２１の下面２１ｂに設けられており、
矩形状の導電層にて構成されている。第３および第４下面導体２５Ｃ、２５Ｄは、長さ方
向Ｌにおいて、第１下面導体２５Ａが設けられた領域と第２下面導体２５Ｂが設けられた
領域との間に位置している。また、第３および第４下面導体２５Ｃ、２５Ｄは、幅方向Ｗ
において互いに離隔しており、基部２１の下面２１ｂの幅方向Ｗにおける両端部近傍に配
置されている。
【００５６】
　第１および第２接続導体２６Ａ、２６Ｂは、基部２１を高さ方向Ｈに沿って貫通する第
１および第２ビア導体２６Ａ、２６Ｂであり、高さ方向Ｈに沿って平面視された場合に、
略円形状を有している。第１ビア導体２６Ａは、高さ方向Ｈに沿って平面視された場合に
、第１上面導体２４Ａおよび第１下面導体２５Ａに重なっており、第１上面導体２４Ａと
第１下面導体２５Ａとを接続している。第２ビア導体２６Ｂは、高さ方向Ｈに沿って平面
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視された場合に、第２上面導体２４Ｂおよび第２下面導体２５Ｂに重なっており、第２上
面導体２４Ｂと第２下面導体２５Ｂとを接続している。
【００５７】
　第３および第４接続導体２６Ｃ、２６Ｄは、基部２１を高さ方向Ｈに沿って貫通する第
３および第４ビア導体２６Ｃ、２６Ｄであり、高さ方向Ｈに沿って平面視された場合に、
略円形状を有している。第３ビア導体２６Ｃは、高さ方向Ｈに沿って平面視された場合に
、第３上面導体２４Ｃおよび第３下面導体２５Ｃに重なっており、第３上面導体２４Ｃと
第３下面導体２５Ｃとを接続している。第４ビア導体２６Ｄは、高さ方向Ｈに沿って平面
視された場合に、第４上面導体２４Ｄおよび第４下面導体２５Ｄに重なっており、第４上
面導体２４Ｄと第４下面導体２５Ｄとを接続している。
【００５８】
　なお、第１から第４接続導体２６Ａ～２６Ｄは、基部２１の側面に設けられていてもよ
い。
【００５９】
　上述した抵抗体２２は、長さ方向Ｌにおいて第１上面導体２４Ａが設けられた領域と第
２上面導体２４Ｂが設けられた領域との間に位置しており、高さ方向Ｈから平面視された
場合に、抵抗体２２の幅方向Ｗにおける一端が第３上面導体２４Ｃの一部と重なっている
とともに、他端が第４上面導体２４Ｄの一部と重なっている。これにより、第３および第
４上面導体２４Ｃ、２４Ｄが、抵抗体２２に接続されることになる。
【００６０】
　抵抗素子２０Ａとコンデンサ素子１０とが物理的に干渉することを防止するためには、
抵抗体２２の長さ方向Ｌにおける寸法を、コンデンサ素子１０の第１外部電極１４Ａと第
２外部電極１４Ｂとの間隔よりも小さくすることが好ましい。
【００６１】
　また、他の導電性部材との接触を防ぐためには、図示されるように、上述した保護膜２
３は、抵抗体２２のみならず、第３および第４上面導体２４Ｃ、２４Ｄをも覆うことが好
ましい。
【００６２】
　なお、抵抗素子２０Ａの大きさは、特に制限されるものではないが、一例としては、そ
の長さ方向Ｌの寸法が０．６６［ｍｍ］であり、その幅方向Ｗの寸法が０．３６［ｍｍ］
であり、その高さ方向Ｈの寸法が０．１４［ｍｍ］である。
【００６３】
　なお、抵抗素子２０Ａは、第４上面導体２４Ｄを含まず、基部の上面に第１から第３上
面導体２４Ａ～２４Ｃのみを有してもよい。この場合、抵抗体２２は、第４上面導体２４
Ｄに代えて、第１上面導体２４Ａまたは第２上面導体２４Ｂに接続される。また、この場
合、抵抗素子２０Ａは、第４下面導体２５Ｄおよび第４ビア導体２６Ｄを含まなくてもよ
い。
【００６４】
　図５（Ｂ）に示されるように、第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂは、いずれも下
地導電層２４ａ、被覆導電層２４ｂおよび被覆導電層２４ｃを含む複数の導電層にて構成
されている。図５（Ｂ）においては、第１上面導体２４Ａのみが示されている。ここで、
下地導電層２４ａは、Ａｇペーストを焼き付けることで形成された焼結金属層としてのＡ
ｇ層にて構成されており、被覆導電層２４ｂ、２４ｃは、それぞれめっき層としてのＮｉ
層およびこれを覆うめっき層としてのＡｕ層にて構成されている。
【００６５】
　一方、第３および第４上面導体２４Ｃ、２４Ｄは、製造の容易化の観点から、第１およ
び第２上面導体２４Ａ、２４Ｂの下地導電層２４ａと同時に形成されることが好ましい。
その場合には、第３および第４上面導体２４Ｃ、２４Ｄは、Ａｇペーストを焼き付けるこ
とで形成された焼結金属層としてのＡｇ層で構成することが好ましい。
【００６６】
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　また、第１から第４下面導体２５Ａ～２５Ｄは、製造の容易化の観点からは、第１およ
び第２上面導体２４Ａ、２４Ｂと同様の方法にて形成することが好ましい。その場合には
、図５（Ｂ）に示されるように、第１から第４下面導体２５Ａ～２５Ｄは、Ａｇペースト
を焼き付けることで形成された焼結金属層としてのＡｇ層である下地導電層２５ａと、め
っき層としてのＮｉ層である被覆導電層２５ｂおよびこれを覆うめっき層としてのＡｕ層
である被覆導電層２５ｃとからなる複数の導電層にて構成されることになる。図５（Ｂ）
においては、第１下面導体２５Ａのみが示されている。
【００６７】
　さらに、第１から第４ビア導体２６Ａ～２６Ｄは、製造の容易化の観点から、第１およ
び第２上面導体２４Ａ、２４Ｂの下地導電層２４ａ、ならびに第３および第４上面導体２
４Ｃ、２４Ｄ、または、第１から第４下面導体２５Ａ～２５Ｄの下地導電層２５ａと同様
の方法にて形成することが好ましい。すなわち、第１から第４ビア導体２６Ａ～２６Ｄは
、Ａｇペーストを焼き付けることで形成された焼結金属層にて構成されることが好ましい
。
【００６８】
　ここで、第１から第４上面導体２４Ａ～２４Ｄ、および第１から第４下面導体２５Ａ～
２５Ｄが、いずれも焼結金属層としてのＡｇ層を含んでいる理由は、上面導体および下面
導体における導電性を十分に得るためである。また、第１および第２上面導体２４Ａ、２
４Ｂならびに第１から第４下面導体２５Ａ～２５Ｄの最外部が、いずれも被覆導電層とし
てのＡｕ層にて構成されている理由は、上面導体および下面導体とこれに接合される接合
材との間の電気的および機械的な接続信頼性を十分に得るためである。
【００６９】
　図１、図２および図５に示されるように、コンデンサ素子１０と抵抗素子２０Ａとは、
上述した第１および第２接合材３１、３２を介して接合されている。具体的には、コンデ
ンサ素子１０が、高さ方向Ｈにおいて抵抗素子２０Ａの上面２１ａ側に配置されて実装さ
れることにより、コンデンサ本体１１の下面１１ａと基部２１の上面２１ａとが、高さ方
向Ｈにおいて対向している。そして、コンデンサ素子１０の第１外部電極１４Ａと抵抗素
子２０Ａの第１上面導体２４Ａとが第１接合材３１を介して接合され、第２外部電極１４
Ｂと第２上面導体２４Ｂとが、第２接合材３２を介して接合されている。
【００７０】
　第１および第２接合材３１、３２としては、たとえば半田や導電性接着剤等が利用でき
るが、特に半田が用いられることが好ましい。一般的な半田として、Ｓｎが金属重量比で
９６．５［％］、Ａｇが金属重量比で３［％］、Ｃｕが金属重量比で０．５［％］含有す
る半田（Ｓｎ－３Ａｇ－０．５Ｃｕの三元系の半田）が用いられる。さらに、複合電子部
品１Ａの配線基板への実装時において、コンデンサ素子１０と抵抗素子２０Ａとを接合す
る半田が再溶融することを避けるために、第１および第２接合材３１、３２としては、い
わゆる高温半田が用いられることが好ましい。高温半田には、たとえば、Ｓｎを金属の主
成分としてＢｉ、Ａｕ、Ｚｎ、ＡｌまたはＳｂが添加された半田がある。
【００７１】
　これにより、第１外部電極１４Ａは、第１上面導体２４Ａと第１ビア導体２６Ａを通じ
て第１下面電極２５Ａに電気的に接続される。第２外部電極１４Ｂは、第２上面導体２４
Ｂと第２ビア導体２６Ｂを通じて第２下面導体２５Ｂに電気的に接続される。したがって
、第１および第２上面導体２４Ａ、２５Ｂならびに第１および第２ビア導体２６Ａ、２６
Ｂは、コンデンサ素子１０の中継導体として機能する。第１および第２下面導体２５Ａ、
２５Ｂは、コンデンサ素子１０の配線基板への接続端子として機能する。
【００７２】
　一方、抵抗素子２０Ａに設けられた抵抗体２２は、上述したように抵抗素子２０Ａの第
３および第４上面導体２４Ｃ、２４Ｄに電気的に接続されている。第３上面導体２４Ｃは
、第３ビア導体２６Ｃを通じて第３下面導体２５Ｃに電気的に接続されている。第４上面
導体２４Ｄは、第４ビア導体２６Ｄを通じて第４下面導体２５Ｄに電気的に接続されてい
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る。したがって、第３および第４上面導体２４Ｃ、２４Ｄならびに第３および第４ビア導
体２６Ｃ、２６Ｄは、抵抗体２２の中継導体として機能する。第３および第４下面導体２
５Ｃ、２５Ｄは、抵抗素子２０Ａの配線基板への接続端子として機能する。
【００７３】
　ここで、図５（Ｂ）に示されるように、本実施の形態に係る複合電子部品１Ａでは、上
述したように、第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂが、それぞれ下地導電層２４ａと
してのＡｇ層と被覆導電層２４ｂとしてのＮｉ層および被覆導電層２４ｃとしてのＡｕ層
との複数の層にて構成されている。また、下地導電層２４ａとしてのＡｇ層は、その上面
が被覆導電層２４ｂ、２４ｃによって覆われていることに加え、その側面（これら側面に
は、長さ方向Ｌに交差する一対の側面および幅方向Ｗに交差する一対の側面が含まれる）
も被覆導電層２４ｂ、２４ｃによって覆われている。図５（Ｂ）においては、第１上面導
体２４Ａの下地導電層２４ａのうちの、幅方向Ｗに交差する一対の側面のうちの一方の側
面２４ａ１が、被覆導電層２４ｂ、２４ｃによって覆われている様子が示されている。
【００７４】
　本実施の形態に係る複合電子部品１Ａでは、Ａｇ層からなる下地導電層２４ａの側面が
、ＡｇおよびＣｕを含まない保護金属膜としての被覆導電層２４ｂ、２４ｃによって覆わ
れているため、当該Ａｇ層からなる下地導電層２４ａが外部に露出しない。そのため、第
１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂに含まれるＡｇ層に起因したイオンマイグレーショ
ンの問題の発生を低減することができ、上面導体同士の絶縁抵抗の低下が抑制される。し
たがって、本実施の形態に係る複合電子部品１Ａは、高い信頼性を有する。
【００７５】
　なお、本実施の形態に係る複合電子部品１Ａでは、第３および第４上面導体２４Ｃ、２
４Ｄが、上述した第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂの構成とは異なり、Ａｇ層から
なる下地導電層２４ａのみによって構成されている。これは、第３および第４上面導体２
４Ｃ、２４Ｄが、被覆導電層に代えて、抵抗体２２を覆う保護膜２３によって覆われてい
るためであり、当該保護膜２３によって覆われることでイオンマイグレーションの発生が
低減できるためである。しかしながら、保護膜２３によってこれら第３および第４上面導
体２４Ｃ、２４Ｄそれぞれの全部または一部を覆わない場合には、上述した第１および第
２上面導体２４Ａ、２４Ｂと同様に、第３および第４上面導体２４Ｃ、２４ＤのＡｇ層が
、被覆導電層２４ｂ、２４ｃで覆われることが好ましい。
【００７６】
　また、本実施の形態に係る複合電子部品１Ａにあっては、第１および第２上面導体２４
Ａ、２４ＢのそれぞれにおけるＡｇ層からなる下地導電層２４ａの側面を覆う被覆導電層
２４ｂ、２４ｃが、さらに第１および第２接合材３１、３２によって覆われている。ここ
で、当該第１および第２接合材３１、３２は、上述したようにＳｎ－３Ａｇ－０．５Ｃｕ
の三元系の半田にて構成されているため、イオンマイグレーションを発生させ易い導電材
料であるＡｇおよびＣｕを含んでいる。しかしながら、当該第１および第２接合材３１、
３２中に含まれるＡｇおよびＣｕは、いずれも非常に微量であるため、Ａｇ層からなる下
地導電層２４ａが露出している場合に比べて発生し得るイオンマイグレーションの程度は
大幅に低い。したがって、このように構成した場合にも、高い信頼性を確保することが可
能である。
【００７７】
　ここで、第１および第２上面導体２４Ａ、２４ＢのそれぞれにおけるＡｇ層からなる下
地導電層２４ａの側面を覆う被覆導電層２４ｂ、２４ｃが、さらに第１および第２接合材
３１、３２によって覆われている場合には、抵抗素子２０Ａに対するコンデンサ素子１０
の実装時において、いわゆるセルフアライメント効果が得やすくなる。なお、その詳細に
ついては、後述する。
【００７８】
　また、本実施の形態に係る複合電子部品１Ａでは、第１から第４下面導体２５Ａ～２５
Ｄにおいても、上述した第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂに準じた構成が採用され
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ている。このように構成することにより、これら下面導体同士の絶縁抵抗の低下も抑制す
ることができる。
【００７９】
　図６は、図１に示される複合電子部品１Ａの製造工程を説明するためのフローチャート
であり、図７から図１３は、図６に示されるフローチャートにおける所定の各工程を説明
するための模式的な平面図および模式的な側面図である。以下、これら図６から図１３を
参照して、本実施の形態に係る複合電子部品１Ａの製造工程について説明する。なお、図
７から図１０は、製造過程の仕掛品をセラミックグリーンシート１２１の上面１２１ａ側
から見た模式的な図であり、また、図１１および図１２は、製造過程の仕掛品を抵抗素子
２０Ａの基部２１の上面２１ａ側から見た模式的な図である。また、図１３（Ａ）は、製
造過程の仕掛品を幅方向Ｗに沿って見た模式的な図であり、図１３（Ｂ）は、製造過程の
仕掛品を長さ方向Ｌに沿って見た模式的な図である。
【００８０】
　以下で説明する製造の各工程のうち、抵抗素子２０Ａの製作工程は、複数の抵抗素子２
０Ａが一体化された集合体を予め準備し、集合体を切り離すことで複数の抵抗素子２０Ａ
を一括して製作する場合のものである。なお、抵抗素子２０Ａの製作フローは、当然にこ
れに限定されるものではない。集合体は、図１０等に示されるマザー基板１２１’に相当
する。
【００８１】
　図６に示されるように、まず、セラミックグリーンシートが製作される（工程ＳＴ１）
。具体的には、セラミック粉末、バインダ樹脂および溶媒等が所定の配合比率で混合され
ることでセラミックスラリーが調製される。このセラミックスラリーがキャリアフィルム
上においてダイコーティング、グラビアコーティング、マイクログラビアコーティング、
スクリーン印刷、またはスプレーコーティング等によってシート状に塗布されることによ
り、セラミックグリーンシートが形成される。形成されたセラミックグリーンシートは、
抵抗素子２０Ａの集合体であるマザー基板１２１’となるものであり、また、抵抗素子２
０Ａの基部２１となるものである。
【００８２】
　次に、孔あけ加工が施される（工程ＳＴ２）。具体的には、図７に示されるように、セ
ラミックグリーンシート１２１に複数の貫通孔１２８が形成される。ここで、当該貫通孔
１２８の形成は、第１から第４ビア導体２６Ａ～２６Ｄを形成するための前処理となる。
【００８３】
　図６に戻り、次に、導電性ペーストが印刷される（工程ＳＴ３）。具体的には、図８に
示されるように、セラミックグリーンシート１２１の上面１２１ａおよび下面に、導電性
ペーストとしてＡｇペーストがスクリーン印刷法またはグラビア印刷法等によって印刷さ
れる。これにより、セラミックグリーンシート１２１に設けられた貫通孔１２８が、第１
から第４ビア導体２６Ａ～２６ＤとなるＡｇペーストからなる導電パターン１２６によっ
て埋め込まれるとともに、セラミックグリーンシート１２１の上面１２１ａに第１から第
４上面導体２４Ａ～２４ＤとなるＡｇペーストからなる所定形状の導電パターン１２４ａ
が形成され、さらに、セラミックグリーンシート１２１の下面に第１から第４下面導体２
５Ａ～２５ＤとなるＡｇペーストからなる所定形状の導電パターンが形成されることにな
る。
【００８４】
　図６に戻り、次に、焼成が行なわれる（工程ＳＴ４）。具体的には、ここまでの仕掛品
が所定の温度に加熱され、これによりセラミックグリーンシート１２１および当該セラミ
ックグリーンシート１２１上に印刷されたＡｇペーストからなる導電パターン１２４ａお
よび１２６等の焼結処理が行なわれる。その結果、セラミックグリーンシート１２１が硬
質のマザー基板１２１’に変化し、導電パターン１２４ａおよび１２６等が焼結金属層に
変化する。これにより、図９等に示されるように、マザー基板１２１’には、第１および
第２上面導体２４Ａ、２４Ｂならびに第１から第４下面導体２５Ａ～２５Ｄの一部となる
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下地導電層２４ａ、２５ａと、第３および第４上面導体２４Ｃ、２４Ｄと、第１から第４
ビア導体２６Ａ～２６Ｄとが形成されることになる。
【００８５】
　図６に戻り、次に、抵抗体ペーストが印刷される（工程ＳＴ５）。具体的には、図９に
示されるように、マザー基板１２１’の上面１２１ａ’に、抵抗体ペーストがスクリーン
印刷法またはグラビア印刷法等を用いて印刷される。これにより、マザー基板１２１’の
上面１２１ａ’に抵抗体ペーストからなる抵抗体パターン１２２が形成されることになる
。なお、その際、第３および第４上面導体２４Ｃ、２４Ｄの一部に当該抵抗体パターン１
２２が重なるように印刷が行なわれる。
【００８６】
　図６に戻り、次に、抵抗体ペーストが焼き付けられる（工程ＳＴ６）。具体的には、こ
こまでの仕掛品が所定の温度に加熱され、これにより、図１０に示されるように、マザー
基板１２１’上に印刷された抵抗体ペーストの焼結処理が行われる。その結果、抵抗体パ
ターン１２２がマザー基板１２１’に焼き付けられ、これによりマザー基板１２１’には
、抵抗体２２が形成されることになる。
【００８７】
　図６に戻り、次に、抵抗体のトリミングが行なわれる（工程ＳＴ７）。具体的には、抵
抗体２２にレーザー光が照射されてその一部が除去されることにより、当該抵抗体２２の
抵抗値の調整が行なわれる。
【００８８】
　次に、保護膜が塗布され（工程ＳＴ８）、次いで保護膜の硬化処理が行なわれる（工程
ＳＴ９）。具体的には、図１０に示されるように、抵抗体２２とこの抵抗体２２に接続さ
れた第３および第４上面導体２４Ｃ、２４Ｄとを覆うように保護膜２３が塗布される。そ
の後、ここまでの仕掛品が所定の温度に加熱されることにより、当該保護膜２３がマザー
基板１２１’に付着した状態で硬化することになる。
【００８９】
　図６に戻り、次に、めっき処理が施される（工程ＳＴ１０）。具体的には、ここまでの
仕掛品がＮｉめっき浴およびＡｕめっき浴に順次浸漬されることにより、マザー基板１２
１’上において露出する下地導電層２４ａ、２５ａのめっき処理が実施される。これによ
り、当該下地導電層２４ａ、２５ａがＮｉ層である被覆導電層２４ｂ、２５ｂによって覆
われ、被覆導電層２４ｂ、２５ｂがＡｕ層である被覆導電層２４ｃ、２５ｃによって覆わ
れる。これにより、第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂならびに第１から第４下面導
体２５Ａ～２５Ｄが形成されることになる。なお、その際、下地導電層２４ａの側面も、
これがＮｉ層およびＡｕ層である被覆導電層２４ｂ、２４ｃによって覆われる。
【００９０】
　次に、マザー基板１２１’が切断される（工程ＳＴ１１）。具体的には、図１１に示さ
れるように、押し切りやダイシングによってマザー基板１２１’が所定の切断ラインに沿
って切断されることにより、個々の抵抗素子２０Ａが切り出される。以上により、抵抗素
子２０Ａの製作が完了する。
【００９１】
　そして、図６に戻り、接合材が印刷され（工程ＳＴ１２）、次いでコンデンサ素子が載
置される（工程ＳＴ１３）。具体的には、図１２および図１３に示されるように、第１お
よび第２上面導体２４Ａ、２４Ｂを覆うように半田ペーストからなる第１および第２接合
材３１、３２がそれぞれスクリーン印刷法等によって印刷され、当該第１および第２接合
材３１、３２上にそれぞれ第１および第２外部電極１４Ａ、１４Ｂが配置されるようにコ
ンデンサ素子１０が載置される。
【００９２】
　ここで、図１３（Ａ）に示されるように、長さ方向Ｌにおける第１および第２外部電極
１４Ａ、１４Ｂの寸法をそれぞれＬｅとし、長さ方向Ｌにおける第１および第２上面導体
２４Ａ、２４Ｂの寸法をそれぞれＬｌとした場合には、これらＬｅおよびＬｌが、Ｌｌ＜
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Ｌｅの条件を満たしていることが好ましい。つまり、長さ方向Ｌにおいて、第１および第
２上面導体２４Ａ、２４Ｂは、第１外部電極１４Ａの外端および第２外部電極１４Ｂの外
端の間に位置することが好ましい。すなわち、第１上面導体２４Ａの外端と第２外部電極
１４Ｂの外端との間の距離は、第１外部電極１４Ａの外端と第２外部電極１４Ｂの外端と
の間の距離よりも小さいことが好ましく、また、第２上面導体２４Ｂの外端と第１外部電
極１４Ａの外端との間の距離は、第２外部電極１４Ｂの外端と第１外部電極１４Ａの外端
との間の距離よりも小さいことが好ましい。また、高さ方向Ｈから平面視されて、第１上
面導体２４Ａの長さ方向Ｌの外端は、第１外部電極１４Ａと重なっていることが好ましく
、また、第２上面導体２４Ｂの長さ方向Ｌの外端は、第２外部電極１４Ｂと重なっている
ことが好ましい。
【００９３】
　なお、長さ方向Ｌにおける第１外部電極１４Ａの外端とは、長さ方向Ｌにおける第１外
部電極１４Ａの両端のうち、第２外部電極１４Ｂから遠い方の端を意味する。長さ方向Ｌ
における第２外部電極１４Ｂの外端とは、長さ方向Ｌにおける第２外部電極１４Ｂの両端
のうち、第１外部電極１４Ａから遠い方の端を意味する。長さ方向Ｌにおける第１上面導
体２４Ａの外端とは、長さ方向Ｌにおける第１上面導体２４Ａの両端のうち、第２上面導
体２４Ｂから遠い方の端を意味する。長さ方向Ｌにおける第２上面導体２４Ｂの外端とは
、長さ方向Ｌにおける第２上面導体２４Ｂの両端のうち、第１上面導体２４Ｂから遠い方
の端を意味する。
【００９４】
　また、図１３（Ｂ）に示されるように、幅方向Ｗにおける第１および第２外部電極１４
Ａ、１４Ｂの寸法をそれぞれＷｅとし、幅方向Ｗにおける第１および第２上面導体２４Ａ
、２４Ｂの寸法をそれぞれＷｌとした場合には、これらＷｅおよびＷｌが、Ｗｌ＜Ｗｅの
条件を満たしていることが好ましい。つまり、幅方向Ｗにおいて、第１上面導体２４Ａが
、第１外部電極１４Ａの両端の間に位置することが好ましく、また、第２上面導体２４Ｂ
が、第２外部電極１４Ｂの両端の間に位置することが好ましい。すなわち、幅方向におい
て、第１上面導体２４Ａの一方端と他方端との間の距離Ｗｌは、第１外部電極１４Ａの一
方端と第１上面導体２４Ａの他方端との間の距離よりも小さいことが好ましく、第２上面
導体２４Ｂの一方端と他方端との間の距離Ｗｌは、第２外部電極１４Ｂの一方端と第２上
面導体２４Ｂの他方端との間の距離よりも小さいことが好ましい。また、高さ方向Ｈから
平面視されて、第１上面導体２４Ａの幅方向Ｗの両端は、それぞれ第１外部電極１４Ａと
重なっていることが好ましく、また、第２上面導体２４Ｂの幅方向Ｗの両端は、それぞれ
第２外部電極１４Ｂと重なっていることが好ましい。
【００９５】
　すなわち、高さ方向Ｈに直交する任意の方向のいずれにおいても、第１および第２上面
導体２４Ａ、２４Ｂの大きさが、第１および第２外部電極１４Ａ、１４Ｂの大きさよりも
小さいことが好ましい（以下、この好ましい条件を「第１条件」と称す）。本実施の形態
においては、高さ方向Ｈから平面視されて、第１上面導体２４Ａの全てが、第１外部電極
１４Ａと重なっており、第２上面導体２４Ｂの全てが、第２外部電極１４Ｂに重なってい
る。
【００９６】
　一方、図１３（Ａ）に示されるように、長さ方向Ｌにおける第１および第２接合材３１
、３２の塗布領域の長さをそれぞれＬｓとした場合には、当該Ｌｓと上記Ｌｌとが、Ｌｌ
＜Ｌｓの条件を満たしていることが好ましい。また、図１３（Ｂ）に示されるように、幅
方向Ｗにおける第１および第２接合材３１、３２の塗布領域の長さをそれぞれＷｓとした
場合には、当該Ｗｓと上記Ｗｌとが、Ｗｌ＜Ｗｓの条件を満たしていることが好ましい。
すなわち、第１および第２接合材３１、３２は、それぞれ第１および第２上面導体２４Ａ
、２４Ｂからはみ出すように塗布されることが好ましい（以下、この好ましい条件を「第
２条件」と称す）。
【００９７】
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　条件１および／または条件２を満たすことにより、後述するリフローの際に、すなわち
抵抗素子２０Ａに対するコンデンサ素子１０の実装時おいて、いわゆるセルフアライメン
ト効果が得やすくなる。ここで、セルフアライメント効果とは、半田付けに際して溶融し
た半田にその表面積が小さくなるような力（すなわち表面張力）が作用することにより、
溶融した半田によって支持された実装の対象となる電子素子が移動することでその位置決
めが行なわれる効果のことであり、このセルフアライメント効果が得られることで実装時
の位置ずれが防止できることになる。
【００９８】
　ここで、上記第１条件を満たすことにより、平面視した状態においてコンデンサ素子１
０よりも第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂの側面が内側に位置することになる。そ
して、第１および第２接合材３１、３２としての半田の溶融時において当該第１および第
２上面導体２４Ａ、２４Ｂの側面付近に位置する半田の表面張力が、その上部に位置する
コンデンサ素子１０を内側に向けて引っ張る方向に作用することになる。このコンデンサ
素子１０を内側に向けて引っ張る力は、上記第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂの側
面付近に半田がない場合に比べて非常に大きい。したがって、上記第２条件をさらに満た
すことにより、上記第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂの側面付近に半田が位置する
ことになるため、コンデンサ素子１０を内側に向けて引っ張る力がより強く得られること
になり、その結果、セルフアライメント効果がより確実に得られるようになる。
【００９９】
　なお、上述したセルフアライメント効果は、第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂの
厚み、すなわち、抵抗素子２０Ａの基部２１の上面２１ａを基準とした第１および第２上
面導体２４Ａ、２４Ｂの高さが５［μｍ］以上である場合に、より確実に得られることに
なるため、当該第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂの厚みは、好ましくは５［μｍ］
以上とされる。
【０１００】
　図６に戻り、次に、リフローが行なわれる（工程ＳＴ１４）。具体的には、ここまでの
仕掛品がリフロー炉等に投入されることによって半田付けが行なわれ、第１および第２上
面導体２４Ａ、２４Ｂと第１および第２外部電極１４Ａ、１４Ｂとがそれぞれ第１および
第２接合材３１、３２によって接合される。これにより、コンデンサ素子１０が抵抗素子
２０Ａに対して実装されることになり、上述した本実施の形態に係る複合電子部品１Ａの
製造が完了する。
【０１０１】
　なお、以上において説明した複合電子部品の製造フローは一例に過ぎず、当然に他の製
造フローに基づいて本実施の形態に係る複合電子部品１Ａを製造することも可能である。
【０１０２】
　（実施の形態２）
　図１４は、本発明の実施の形態２に係る複合電子部品１Ｂの要部を拡大した模式的な断
面図であり、図１５（Ａ）から図１５（Ｄ）は、図１４に示される抵抗素子２０Ｂの製作
フローにおける所定の各工程を説明するための模式的な断面図である。以下、これら図１
４および図１５を参照して、本実施の形態に係る複合電子部品１Ｂの構成ならびにこの複
合電子部品１Ｂに具備された抵抗素子２０Ｂの製作フローについて説明する。
【０１０３】
　図１４に示されるように、複合電子部品１Ｂは、実施の形態１に係る複合電子部品１Ａ
の抵抗素子２０Ａとは異なる構成の抵抗素子２０Ｂを備えている。そして、抵抗素子２０
Ｂに設けられた第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂに対する第１および第２接合材３
１、３２の接合位置が、複合電子部品１Ａと異なる。
【０１０４】
　具体的には、第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂは、Ａｇ層である下地導電層２４
ａと、Ｎｉ層である被覆導電層２４ｂおよびこれを覆うＡｕ層である被覆導電層２４ｃと
からなる複数の導電層にて構成されている。Ａｇ層である下地導電層２４ａは、その上面
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が被覆導電層２４ｂ、２４ｃによって覆われているのみではなく、その側面２４ａ１も被
覆導電層２４ｂ、２４ｃによって覆われている。図１４においては、第１上面導体２４Ａ
のみが示されている。
【０１０５】
　一方で、第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂのそれぞれにおいて、Ａｇ層である下
地導電層２４ａの側面２４ａ１を覆う被覆導電層２４ｂ、２４ｃは、第１および第２接合
材３１、３２によって覆われておらず、下地導電層２４ａの上面を覆う被覆導電層２４ｂ
、２４ｃのみが、第１および第２接合材３１、３２によって覆われている。図１４におい
ては、第１上面導体２４Ａの下地導電層２４ａの側面２４ａ１が、被覆導電層２４ｂ、２
４ｃによってのみ覆われている様子が示されている。
【０１０６】
　このように構成した場合にも、Ａｇ層である下地導電層２４ａの側面２４ａ１がＡｇお
よびＣｕを含まない保護金属膜としての被覆導電層２４ｂ、２４ｃによって覆われている
ため、上述した実施の形態１の場合と同様に、上面導体間の絶縁抵抗の低下を抑制できる
ことになる。
【０１０７】
　また、本実施の形態に係る複合電子部品１Ｂにあっては、上述した実施の形態１の場合
とは異なり、第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂの大きさが、高さ方向Ｈに直交する
方向において第１および第２外部電極１４Ａ、１４Ｂよりも大きく構成されている。この
ように構成した場合には、上述したセルフアライメント効果が得られる程度が若干低下す
ることにはなるものの、上面導体同士の絶縁抵抗の低下を効果的に抑制できる点について
は、上述した実施の形態１に比べて遜色ない効果を得ることができる。
【０１０８】
　上記構成の抵抗素子２０Ｂは、たとえば以下の製作フローによって容易に製作すること
ができる。なお、当該抵抗素子２０Ｂの製作フローの説明は、上述した抵抗素子２０Ａの
製作フローの説明に基本的に準じており、以下においては、特に相違点に着目してその説
明を行なう。
【０１０９】
　図１５（Ａ）に示されるように、まず、セラミックグリーンシート１２１の上面１２１
ａおよび下面１２１ｂにＡｇペーストからなる所定形状の導電パターン１２４ａ、１２５
ａがそれぞれ印刷された後、仕掛品の焼成が行なわれる。その後、抵抗体ペーストの印刷
および焼き付け、トリミング、保護膜の塗布および硬化処理が順次実施される。
【０１１０】
　次に、図１５（Ｂ）に示されるように、下地導電層２４ａ、２５ａが形成されたマザー
基板１２１’の所定位置に向けて、上面１２１ａ’側および下面１２１ｂ’側からマザー
基板１２１’に達するようにそれぞれレーザー光が照射される。これにより、マザー基板
１２１’の上面１２１ａ’側および下面１２１ｂ’側のそれぞれに断面が略Ｖ字状の溝部
１２９ａが形成されることになり、下地導電層２４ａ、２５ａが溝部１２９ａによって分
断されることになる。
【０１１１】
　次に、図１５（Ｃ）に示されるように、溝部１２９ａが形成されたマザー基板１２１’
対して図中に示される矢印ＡＲ方向に沿って力が加えられることにより、マザー基板１２
１’の切断が行なわれる。これにより、マザー基板１２１’は、個片化されることになる
。
【０１１２】
　次に、図１５（Ｄ）に示されるように、切り出された個々の仕掛品に対してめっき処理
が施され、下地導電層２４ａを覆うようにめっき層としてのＮｉ層である被覆導電層２４
ｂおよびめっき層としてのＡｕ層である被覆導電層２４ｃが形成され、下地導電層２５ａ
を覆うようにめっき層としてのＮｉ層である被覆導電層２５ｂおよびめっき層としてのＡ
ｕ層である被覆導電層２５ｃが形成される。これにより、下地導電層２４ａの側面２４ａ
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１が被覆導電層２４ｂ、２４ｃによって覆われてなる第１および第２上面導体２４Ａ、２
４Ｂが形成されることになる。以上により、抵抗素子２０Ｂの製作が完了する。
【０１１３】
　なお、マザー基板１２１’に溝部１２９ａを形成した後であって、マザー基板１２１’
を切断して個片化する前に、下地導電層２４ａ、２４ｂにめっき層を形成しても、同じ構
成の抵抗素子２０Ｂが得られる。
【０１１４】
　（実施の形態３）
　図１６は、本発明の実施の形態３に係る複合電子部品１Ｃの要部を拡大した模式的な断
面図であり、図１７（Ａ）から図１７（Ｄ）は、図１６に示される抵抗素子２０Ｃの製作
フローにおける所定の各工程を説明するための模式的な断面図である。以下、これら図１
６および図１７を参照して、本実施の形態に係る複合電子部品１Ｃの構成ならびにこの複
合電子部品１Ｃに具備された抵抗素子２０Ｃの製作フローについて説明する。
【０１１５】
　図１６に示されるように、複合電子部品１Ｃは、実施の形態１に係る複合電子部品１Ａ
の抵抗素子２０ＣＡは異なる構成の抵抗素子２０Ｃを備えている。
【０１１６】
　具体的には、第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂは、Ａｇ層である下地導電層２４
ａと、Ｎｉ層である被覆導電層２４ｂおよびこれを覆うＡｕ層である被覆導電層２４ｃと
からなる複数の導電層にて構成されている。Ａｇ層である下地導電層２４ａは、その上面
のみが被覆導電層２４ｂ、２４ｃによって覆われており、その側面２４ａ１は、被覆導電
層２４ｂ、２４ｃによって覆われていない。図１６においては、第１上面導体２４Ａのみ
が示されている。
【０１１７】
　一方で、第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂのそれぞれにおいて、Ａｇ層である下
地導電層２４ａの側面２４ａ１は、第１および第２接合材３１、３２によって覆われてい
る。図１６においては、第１上面導体２４Ａの下地導電層２４ａの側面２４ａ１が、第１
接合材３１によって覆われている様子が示されている。下地導電層２４ａの側面２４ａ１
は、高さ方向Ｈから見て、第１外部電極１４Ａと重なり、また、高さ方向Ｈに対して傾斜
している。このため、第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂの下地導電体層２４ａの側
面２４ａ１は、それぞれ第１および第２接合材３１、３２によって覆われやすい。
【０１１８】
　なお、抵抗素子２０Ａの大きさは、特に制限されるものではないが、一例としては、そ
の長さ方向Ｌの寸法が０．６０［ｍｍ］であり、その幅方向Ｗの寸法が０．３０［ｍｍ］
であり、その高さ方向Ｈの寸法が０．１４［ｍｍ］である。
【０１１９】
　このように構成した場合にも、第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂの下地導電層２
４ａの側面２４ａ１が、それぞれＡｇおよびＣｕを殆ど含まない保護金属膜としての第１
および第２接合材３１、３２によって覆われているため、上述した実施の形態１の場合と
同様に、上面導体間の絶縁抵抗の低下を抑制できることになる。
【０１２０】
　上記構成の抵抗素子２０Ｃは、たとえば以下の製作フローによって容易に製作すること
ができる。なお、当該抵抗素子２０Ｃの製作フローの説明は、上述した抵抗素子２０Ａの
製作フローの説明に基本的に準じており、以下においては、特に相違点に着目してその説
明を行なう。
【０１２１】
　図１７（Ａ）に示されるように、まず、セラミックグリーンシート１２１の上面１２１
ａおよび下面１２１ｂにＡｇペーストからなる所定形状の導電パターン１２４ａ、１２５
ａがそれぞれ印刷された後、仕掛品の焼成が行なわれる。その後、抵抗体ペーストの印刷
および焼き付け、トリミング、保護膜の塗布および硬化処理が順次実施される。
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【０１２２】
　次に、図１７（Ｂ）に示されるように、ここまでの仕掛品に対してめっき処理が施され
、下地導電層２４ａを覆うようにめっき層としてのＮｉ層である被覆導電層２４ｂおよび
めっき層としてのＡｕ層である被覆導電層２４ｃが形成され、下地導電層２５ａを覆うよ
うにめっき層としてのＮｉ層である被覆導電層２５ｂおよびめっき層としてのＡｕ層であ
る被覆導電層２５ｃが形成される。
【０１２３】
　次に、図１７（Ｃ）に示されるように、下地導電層２４ａ、２５ａならびに被覆導電層
２４ｂ、２４ｃ、２５ｂ、２５ｃが形成されたマザー基板１２１’の所定位置に向けて、
上面１２１ａ’側および下面１２１ｂ’側からマザー基板１２１’に達するようにそれぞ
れレーザー光が照射される。これにより、マザー基板１２１’の上面１２１ａ’側および
下面１２１ｂ’側のそれぞれに断面が略Ｖ字状の溝部１２９ｂが形成されることになり、
下地導電層２４ａ、２５ａならびに被覆導電層２４ｂ、２４ｃ、２５ｂ、２５ｃが溝部１
２９ｂによって分断されることになる。
【０１２４】
　次に、図１７（Ｄ）に示されるように、溝部１２９ｂが形成されたマザー基板１２１’
対して図中に示される矢印ＡＲ方向に沿って力が加えられることにより、マザー基板１２
１’の切断が行なわれる。これにより、マザー基板１２１’は、個片化されることになり
、下地導電層２４ａの側面２４ａ１が被覆導電層２４ｂ、２４ｃによって覆われずに露出
してなる第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂが形成されることになる。以上により、
抵抗素子２０Ｃの製作が完了する。
【０１２５】
　（実施の形態４）
　図１８は、本発明の実施の形態４に係る複合電子部品１Ｄの要部を拡大した模式的な断
面図である。以下、この図１８を参照して、本実施の形態に係る複合電子部品１Ｄについ
て説明する。
【０１２６】
　図１８に示されるように、複合電子部品１Ｄは、上述した実施の形態１に係る複合電子
部品１Ａの抵抗素子２０Ａとは異なる第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂの構成を有
する抵抗素子２０Ｄを備えている。そして、抵抗素子２０Ｄの第１および第２上面導体２
４Ａ、２４Ｂを構成する導電層の材料が、複合電子部品１Ａと異なる。
【０１２７】
　具体的には、第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂは、Ｃｕ層である下地導電層２４
ａと、Ｓｎ層である被覆導電層２４ｂとからなる複数の導電層にて構成されている。図１
８においては、第１上面導体２４Ａのみが示されている。Ｃｕ層である下地導電層２４ａ
は、たとえばＣｕペーストを焼き付けることで形成された焼結金属層にて構成され、Ｓｎ
層である被覆導電層２４ｂは、たとえばめっき層にて構成される。なお、Ｓｎ層である被
覆導電層２４ｂは、第１および第２接合材３１、３２として半田を用いた場合に、第１お
よび第２接合材３１、３２中に拡散することでこれと一体化する。
【０１２８】
　その結果、コンデンサ素子１０の抵抗素子２０Ｄへの実装後においては、第１および第
２上面導体２４Ａ、２４ＢのＣｕ層である下地導電層２４ａは、それぞれ、その上面が第
１および第２接合材３１、３２によって覆われているのみではなく、その側面２４ａ１も
第１および第２接合材３１、３２によって覆われている。図１８においては、第１上面導
体２４Ａの下地導電層２４ａの側面２４ａ１が、第１接合材３１によって覆われている様
子が示されている。
【０１２９】
　このように構成した場合にも、Ｃｕ層である下地導電層２４ａの側面２４ａ１がＡｇお
よびＣｕを殆ど含まない保護金属膜としての第１および第２接合材３１、３２によって覆
われているため、上述した実施の形態１の場合と同様に、上面導体間の絶縁抵抗の低下を
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抑制できることになる。
【０１３０】
　（実施の形態５）
　図１９は、本発明の実施の形態５に係る複合電子部品１Ｅの要部を拡大した模式的な断
面図である。以下、この図１９を参照して、本実施の形態に係る複合電子部品１Ｅについ
て説明する。
【０１３１】
　図１９に示されるように、複合電子部品１Ｅは、上述した実施の形態２に係る複合電子
部品１Ｂの抵抗素子２０Ｂとは異なる第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂの構成を有
する抵抗素子２０Ｅを備えている。そして、抵抗素子２０Ｅの第１および第２上面導体２
４Ａ、２４Ｂを構成する導電層の材料が、複合電子部品１Ｂと異なり、上述した実施の形
態４に係る複合電子部品１Ｄと同様である。
【０１３２】
　具体的には、第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂは、Ｃｕ層である下地導電層２４
ａと、Ｓｎ層である被覆導電層２４ｂとからなる複数の導電層にて構成されている。図１
９においては、第１上面導体２４Ａのみが示されている。なお、Ｓｎ層である被覆導電層
２４ｂの一部は、第１および第２接合材３１、３２として半田を用いた場合に、第１およ
び第２接合材３１、３２中に拡散することでこれと一体化する。
【０１３３】
　その結果、コンデンサ素子１０の抵抗素子２０Ｅへの実装後においては、第１および第
２上面導体２４Ａ、２４ＢのＣｕ層である下地導電層２４ａは、その上面が第１および第
２接合材３１、３２によって覆われているのみではなく、その側面２４ａ１が被覆導電層
２４ｂによって覆われることになる。図１９においては、第１上面導体２４Ａの下地導電
層２４ａの側面２４ａ１が、被覆導電層２４ｂによって覆われている様子が示されている
。
【０１３４】
　このように構成した場合にも、Ｃｕ層である下地導電層２４ａの側面２４ａ１がＡｇお
よびＣｕを含まない保護金属膜としての被覆導電層２４ｂによって覆われているため、上
述した実施の形態２の場合と同様に、上面導体間の絶縁抵抗の低下を抑制できることにな
る。
【０１３５】
　（実施の形態６）
　図２０は、本発明の実施の形態６に係る複合電子部品１Ｆの要部を拡大した模式的な断
面図である。以下、この図２０を参照して、本実施の形態に係る複合電子部品１Ｆについ
て説明する。
【０１３６】
　図２０に示されるように、複合電子部品１Ｆは、上述した実施の形態３に係る複合電子
部品１Ｃの抵抗素子２０Ｃとは異なる第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂの構成を有
する抵抗素子２０Ｆを備えている。そして、抵抗素子２０Ｆの第１および第２上面導体２
４Ａ、２４Ｂを構成する導電層の材料が、複合電子部品１Ｃと異なり、上述した実施の形
態４に係る複合電子部品１Ｄと同様である。
【０１３７】
　具体的には、第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂは、Ｃｕ層である下地導電層２４
ａと、Ｓｎ層である被覆導電層２４ｂとからなる複数の導電層にて構成されている。図２
０おいては、第１上面導体２４Ａのみが示されている。なお、Ｓｎ層である被覆導電層２
４ｂは、第１および第２接合材３１、３２として半田を用いた場合に、第１および第２接
合材３１、３２中に拡散することでこれと一体化する。
【０１３８】
　その結果、コンデンサ素子１０の抵抗素子２０Ｆへの実装後においては、第１および第
２上面導体２４Ａ、２４ＢのＣｕ層である下地導電層２４ａは、それぞれ、その上面が第
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１および第２接合材３１、３２によって覆われているのみではなく、その側面２４ａ１も
第１および第２接合材３１、３２によって覆われている。図２０においては、第１上面導
体２４Ａの下地導電層２４ａの側面２４ａ１が、第１接合材３１によって覆われている様
子が示されている。
【０１３９】
　さらに、実施の形態３と同様、下地導電層２４ａの側面２４ａ１は、高さ方向Ｈから見
て、第１外部電極１４Ａと重なり、また、高さ方向Ｈに対して傾斜している。このため、
第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂの下地導電体層２４ａの側面２４ａ１は、それぞ
れ第１および第２接合材３１、３２によって覆われやすい。
【０１４０】
　このように構成した場合にも、Ｃｕ層である下地導電層２４ａの側面２４ａ１がＡｇお
よびＣｕを殆ど含まない保護金属膜としての第１および第２接合材３１、３２によって覆
われているため、上述した実施の形態３の場合と同様に、上面導体間の絶縁抵抗の低下を
抑制できることになる。
【０１４１】
　（実施の形態７）
　図２１（Ａ）および図２１（Ｂ）は、本発明の実施の形態７に係る複合電子部品１Ｇの
模式的な断面図であり、図２２（Ａ）から図２２（Ｃ）は、図２１に示されるインダクタ
素子の模式的な上面図、断面図および下面図である。なお、図２１（Ｂ）は、図２１（Ａ
）中に示されるＸＸＩＢ－ＸＸＩＢ線に沿って本実施の形態に係る複合電子部品１Ｇが切
断された場合の模式的な断面図であり、図２２（Ｂ）は、図２１（Ａ）中に示されるＸＸ
ＩＩＢ－ＸＸＩＩＢ線に沿って本実施の形態に係る複合電子部品１Ｇが切断された場合の
模式的な断面図である。以下、これら図２１および図２２を参照して、本実施の形態に係
る複合電子部品１Ｇについて説明する。
【０１４２】
　図２１に示されるように、複合電子部品１Ａは、上述した実施の形態１に係る複合電子
部品１Ａと比較した場合に、基板型の電子素子である第１電子素子が、抵抗素子ではなく
インダクタ素子２０Ｇである点において相違している。
【０１４３】
　図２１および図２２に示されるように、インダクタ素子２０Ｇは、絶縁性の基部２１と
、インダクタ配線２８と、第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂと、第１から第４下面
導体２５Ａ～２５Ｄと、第１から第４ビア導体２６Ａ～２６Ｄとを有している。
【０１４４】
　インダクタ配線２８は、基部２１の内部に埋め込み配線として形成されており、高さ方
向Ｈから平面視された場合に、渦巻き状の形状を有している。インダクタ配線２８の外周
側端部は、第３ビア導体２６Ｃに接続されており、内周側端部は、第４ビア導体２６Ｄに
接続されている。また、第３および第４ビア導体２６Ｃ、２６Ｄは、いずれもインダクタ
配線２８から基部２１の下面２１ｂ側に向けて延びており、基部２１の下面２１ｂに設け
られた第３および第４下面導体２５Ｃ、２５Ｄにそれぞれ接続されている。なお、インダ
クタ配線２８は、高さ方向Ｈに積層された複数のインダクタ配線層を含んでもよい。
【０１４５】
　なお、第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂ、第１および第２下面導体２５Ａ、２５
Ｂならびに第１および第２ビア導体２６Ａ、２６Ｂの構成は、上述した実施の形態１と同
様であり、特に、第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂを構成する導電層の材料および
当該第１および第２上面導体２４Ａ、２４Ｂと第１および第２接合材３１、３２の接合構
造も、上述した実施の形態１と同様である。
【０１４６】
　したがって、このように構成した場合にも、上述した実施の形態１の場合と同様に、上
面導体同士に電気的な短絡が発生することが効果的に抑制できることになる。
【０１４７】
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　上述した本発明の実施の形態１から７においては、第１および第２上面導体の側面の全
周囲にわたって下地導電層が保護金属膜によって覆われている場合を例示して説明を行な
ったが、当該側面の全周囲が必ずしも保護金属膜によって覆われている必要はなく、一部
のみが保護金属膜によって覆われていてもよい。このように構成した場合にも、上面導体
間の絶縁抵抗の低下を抑制できる。
【０１４８】
　また、本発明の実施の形態１から７においては、基板型の電子素子である第１電子素子
の基部としてＬＴＣＣ基板を利用した場合を例示して説明を行なったが、その場合には、
上述したように、第１および第２上面導体が、下地導電層であるＡｇ層と、被覆導電層で
あるＮｉ層および被覆導電層であるＡｕ層とからなる複数の導電層にて構成されているか
、あるいは、下地導電層であるＣｕ層と、被覆導電層であるＳｎ層とからなる複数の導電
層にて構成されているか、のいずれかとされていることが好ましい。しかしながら、当然
にこれに限定されるものではなく、第１および第２上面導体を、下地導電層であるＡｇ層
と、被覆導電層であるＮｉ層および被覆導電層であるＳｎ層とからなる複数の導電層等に
て構成してもよい。
【０１４９】
　また、基板型の電子素子である第１電子素子の基部としてガラスエポキシ基板を用いる
場合や、アルミナ基板を用いる場合、シリコン基板を用いる場合等においては、第１およ
び第２上面導体を、下地導電層であるＣｕ層と、被覆導電層であるＳｎ層とからなる複数
の導電層にて構成することが好ましい。
【０１５０】
　さらに、これら導電層は、上述した焼結金属層やめっき層に限られるものではなく、蒸
着法によって形成された金属蒸着層やスパッタ法によって形成されたスパッタ層等であっ
てもよい。
【０１５１】
　いずれにしても、下地導電層として十分な導電性を考慮してＡｇ層またはＣｕ層を利用
する場合においては、接合材との間の電気的および機械的な接続信頼性を考慮した上での
被覆導電層の材料の選定ならびに接合材の材料の選定が行なわれることが好ましく、その
場合に、当該下地導電層の側面を保護導電層（被覆導電層あるいは接合材）にて覆うとと
もに、当該保護金属膜に含有された重量比で最大の金属成分を、ＡｇおよびＣｕ以外とす
ればよい。この場合、保護金属膜に含有された重量比で最大の金属成分は、Ｓｎ、Ｎｉ、
ＡｕおよびＰｂのいずれかとされることが好ましい。
【０１５２】
　保護金属膜や導電層に含有される重量比で最大の金属成分の特定には、公知の分析方法
を用いることができ、たとえば、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）に付帯された波長分散型Ｘ
線分析装置（ＷＤＸ）による元素分析などを用いることができる。
【０１５３】
　また、上述した本発明の実施の形態１から７においては、コンデンサ素子のコンデンサ
本体を構成する誘電体層および内部電極層の積層方向を複合電子部品の高さ方向と合致す
るように構成した場合を例示して説明を行なったが、当該積層方向は、複合電子部品の幅
方向に合致するように構成することも当然に可能である。
【０１５４】
　また、上述した本発明の実施の形態１から７においては、複合電子部品に組み込むコン
デンサ素子として、積層セラミックコンデンサを用いた場合を例示して説明を行なったが
、積層セラミックコンデンサに代えて他の種類のコンデンサ素子を複合電子部品に組み込
むこととしてもよい。
【０１５５】
　また、上述した本発明の実施の形態１から７においては、基板型の第１電子素子として
抵抗素子またはインダクタ素子を例示して説明を行なったが、基板型の第１電子素子は、
サーミスタ素子、圧電素子等、他の電子素子であってもよい。また、基板型の第１電子素
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もよい。
【０１５６】
　さらには、上述した本発明の実施の形態１から７において示した特徴的な構成は、本発
明の趣旨を逸脱しない限りにおいて、当然に相互にその組み合わせが可能である。
【０１５７】
　このように、今回開示した上記実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なもの
ではない。本発明の技術的範囲は特許請求の範囲によって画定され、また特許請求の範囲
の記載と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むものである。
【符号の説明】
【０１５８】
　１Ａ～１Ｇ　複合電子部品、１０　コンデンサ素子、１１　コンデンサ本体、１１ａ　
下面、１２　誘電体層、１３　内部電極層、１４Ａ　第１外部電極、１４Ｂ　第２外部電
極、１４ａ　下地導電層、１４ｂ，１４ｃ　被覆導電層、２０Ａ～２０Ｆ　抵抗素子、２
０Ｇ　インダクタ素子、２１　基部、２１ａ　上面、２１ｂ　下面、２２　抵抗体、２３
　保護膜、２４Ａ　第１上面導体、２４Ｂ　第２上面導体、２４Ｃ　第３上面導体、２４
Ｄ　第４上面導体、２４ａ　下地導電層、２４ａ１　側面、２４ｂ，２４ｃ　被覆導電層
、２５Ａ　第１下面導体、２５Ｂ　第２下面導体、２５Ｃ　第３下面導体、２５Ｄ　第４
下面導体、２５ａ　下地導電層、２５ｂ，２５ｃ　被覆導電層、２６Ａ　第１接続導体（
第１ビア導体）、２６Ｂ　第２接続導体（第２ビア導体）、２６Ｃ　第３接続導体（第３
ビア導体）、２６Ｄ　第４接続導体（第４ビア導体）、２８　インダクタ配線、３１　第
１接合材、３２　第２接合材、１２１　セラミックグリーンシート、１２１ａ　上面、１
２１ｂ　下面、１２１’　マザー基板、１２１ａ’　上面、１２１ｂ’　下面、１２２　
抵抗体パターン、１２４ａ，１２５ａ，１２６　導電パターン、１２８　貫通孔、１２９
ａ，１２９ｂ　溝部。
【図１】 【図２】
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